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SiC に B と N をドーピングした蛍光 SiC は DAP 再結合発光により、波長 580nm付近をピークと

する黄橙色の発光が得られる[1]。4H-SiCの蛍光 SiC では格子欠陥が原因と考えられる成長面の

中心部と外周部の偏った発光強度分布が確認されていた。本研究では、格子欠陥の発生を抑制

するために昇温中と温度保持中を高成長圧力にし、昇温中の低温時、または昇温直後の温度の

不安定な時間帯での成長を完全に抑制する。この方法で、安定した適切な温度でのステップフロ

ー成長による結晶性の改善を図った。 

本研究では、市販 4H-SiC基板を市販 SiC 原料基板と BN 粉末を用いて、近接昇華法により

Figure1に示す条件で結晶成長させ、蛍光 SiC を作製した。発光強度分布の偏りが確認されたサ

ンプル#1の成長圧力を基準に、温度保持中を高成長圧力にしたサンプル#2、昇温中と温度保持

中を高成長圧力にしたサンプル#3の 3 枚を作製し、室温下で He-Cd レーザーを用いて PL マッ

プ測定を行い、成長圧力と発光強度分布の依存性を調査した。 

測定した PL マップを Figure2 に示す。保持中の圧力を変えたサンプル#1 と#2 では、発光強度

に違いが出たが、発光強度分布の均一さには明確な違いがなかった。サンプル#2の条件から昇

温中の圧力を変えたサンプル#3 では、高発光強度かつ均一な発光強度分布が確認された。ま

た、サンプル#3が最も大きい発光強度を示した。昇温中および昇温直後の成長圧力を高めること

によって均一な発光強度分布が得られ、高発光強度が得られることが示唆される結果が得られた。 
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Figure 1 成長シークエンス Figures 2 各サンプルの PLマップ 
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